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                                                  اللخخص

 في هسسذا البحسسث فحصسست الخصسسائص الوصسسلية لشسسبه موصسسل جساليوم أرسسسنيد بواسسسطة
 "".أسسسستخدم الحاسسسسب اللسسسي  للتحقسسسق مسسسن الخصسسسائصMATLABبرنامسسسج الحاكسسساة 

 والمييات  الفيياائيسة لعساملت  الوصسسلية لعينسة جساليوم أرسسنيد.لقسد توصسسلت الدراسسسة
 علسسي تغيسس الوصسسلية عنسسد درجسسات  حسسرارة مختلفسسة فسسوق الصسسفر الطلسسق. وكسسذلك تسسأثي
 تشوياب العينة مع العناص الخررى علي الوصلية. والنتيجسسة السست تسسم الحصسسول عليهسسا
 من هذه الحكاة هي أن الوصلية تزداد بزياسسادة درجسسة الحسسرارة وكسسذلك تقسسل مسسع زياسسادة
 نسبة الشوائب علي العينة. أياضسسا تسسم دراسسسة علقسسة درجسسة الحسسرارة مسسع فجسسوة الطاقسسة
 وهي علقة عكسية.تم التحقق من صسسحة نتائسسج الحاكسساة بواسسسطة مقارنتهسسا مسسع القيسسم

التجريابة عند درجة حرارة الغرفة.
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Abstract

The conductivity of GaAs semiconductor have examined 
and simulated by MATLAB code. The computer simulations 
are used to produces accurate physical characteristics of 
gallium arsenide from thermal information. The variation 
of conductivity at various temperatures and the effect of 
the doping concentration have studied. It is found that the 
conductivity  jumped  at  above  the  absolute  zero 
temperature,  and  largely  proportional  to  various 
temperature. Also we have investigated that the energy 
gap  it  is  proportional  inversely  with  temperature.  The 
relation  of  these  results  to  experimental  data  in  the 

literature was discussed.
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